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rature, ce qui entraine un déphasage @ = o ou = selon le sens d’incidence
sur I'interface. Les rapports lyfl, ont été déterminés d’apres les valeurs
de Mauer et Bolz (7).

Nous avons suivi la variation en fonction de la température de huit
fréquences discretes. Quatre de ces fréquences, fréquences d’antirésonance
du monocristal, donnent des maximums entre I'impulsion réfléchie I, et le

TEMPERATURE 8 EN °C
100 150

|

I : ‘

\’\ | 1
N

50

7
200 250 2 50

M

N/

=10

=14

IFig. 2. — Variation des constantes ¢lastiques du silicium avee la température. -

premier écho Iy (fig. 1). Les quatre autres, fréquences de résonaice,
correspondent & des maximums entre les deux premiers échos E, et E..

La ficure 1 donne les variations en fonction de la température du
rapport (Vi— V)/V, pour les trois vitesses considérées.

La précision sur (Vi)/(Vi)e est meilleure que 4= 0,4.107" & 380°C.
Pour les deux vitesses transversales, dont les mesures s’arrétent & 260°C
environ, cetle précision est de 4 0,25, 107"

Sur la figure 2 sont représentés les variations des constantes ¢lastiques
en fonction de la température. Ces constantes ont été caleulées & partir
des velations

Cu==p (V)%

Co=p[ (V) + (V5,)*— (V1))

Coo=p[(VL)*— (V)= (V1,)%]s
ot 2 oest la densiié,
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